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EJERCICIO 1 

Dado	el	siguiente	circuito,	calcule	el	valor	del	voltaje	V0	para	una	Vi	que	varía	entre	ሺെ∞,∞ሻ.		
(1.25	puntos)	
	
Suponga	el	siguiente	modelo	lineal	para	los	diodos:	

 La	tensión	en	directa	de	todos	los	diodos	es	Vγ	=	0.7V.	
 El	diodo	zener	tiene	una	tensión	de	ruptura	de	|Vz|	=	3.3V.	
 Considere	R1	=	R2	=R3	

	
	

	
	
EJERCICIO 2 

Sea	el	siguiente	circuito	basado	en	un	transistor	bipolar	NPN	donde	todos	los	condensadores	
son	de	desacoplo.	
	

	

	
	
	

βf	=	200,	VCC	=	12V,	VA=10V,	RB	=	2kΩ,	R1	=	15kΩ,	R2	=	1kΩ,	R3	=0.5kΩ,	R4	=	5kΩ		
	

a) Calcular	 el	 punto	 de	 polarización.	 Considere	 VBE	 =	 0,8	 V.	 Resolver	 sin	 despreciar	 la	
corriente	de	base.	(0.75	puntos)	

b) Representar	el	modelo	de	pequeña	señal	del	circuito.	(0.25	puntos)		
c) Obtener	la	ganancia	(A=	V0/Vi)	del	circuito	en	pequeña	señal.		

Suponga	VT	=	25,8	mV,	gm	=	IcQ	/	VT	y	rπ=β/gm.	(0.5	puntos)	
d) Calcule	el	valor	mínimo	de	RB	para	que	el	transistor	opere	en	activa.	

	(0.5	puntos)	
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EJERCICIO 3  

	
Sea	el	siguiente	circuito.	

	
R=3KΩ,	VT	=	1V,	W/L	=	60,	K	=	20µA/V2	

	
a) ¿En	qué	región	está	 trabajando	este	Mosfet	de	canal	n	en	 función	de	VG?	 	 Justifique	 la	

respuesta.		
(0.5	puntos)		

b) Exprese,	como	ecuación	de	segundo	grado,	 la	corriente	 ID	en	 función	de	 la	tensión	VG.	
Calcúlela	para	una	VG	de	2V.	
(0.5	puntos)		

 
 
 
EJERCICIO 4 
 

Para	 el	 circuito	 mostrado	 a	 continuación	 determinar	 la	 ganancia	 en	 tensión	 Vo/Vi.	
Considerando	 la	 alimentación	 del	 amplificador	 operacional	 entre	 +12V	 y	 ‐12V,	 calcule	 los	
límites	de	Vi	para	que	opere	en	la	región	lineal.		

(1.25	puntos)		
	
 

 

R1	=	2kΩ,	R2	=	1kΩ,	R3	=	15kΩ,	R4	=	6kΩ	
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EJERCICIO 5  

La	configuración	de	fuente	común	basada	en	un	MOSFET	de	canal	N	de	la	figura	(a)	ofrece	una	
ganancia	|Vo/Vi|	=	9.6	sin	tener	en	cuenta	el	efecto	Early,	mientras	que	si	lo	tenemos	en	cuenta	
con	VA=10V,	la	ganancia	se	reduce	a		4.9.	
	

			 	
(a)																																																																	(b)	

	
VDD	=	24V,	VG=	3V,	R1	=	5kΩ,	R2	=	1kΩ,	R3	=	20kΩ,	R4	=	7kΩ,	R5	=	5kΩ	

VT	=	1V,	W/L	=	60,	K	=	20µA/V2	
	
Para	 minimizar	 la	 reducción	 de	 la	 ganancia	 debida	 al	 efecto	 Early,	 se	 propone	 la	 etapa	
amplificadora	 de	 la	 figura	 (b)	 formada	 por	 dos	 transistores	 idénticos.	 Demostrar	 que	 la	
ganancia	 de	 la	 etapa	 amplificadora	 de	 la	 figura	 (b),	 teniendo	 en	 cuenta	 el	 efecto	 Early	 con	
VA=10V	para	ambos	transistores,	es	superior	a	la	de	la	figura	(a).	Para	ello:	

a) Calcule	el	punto	de	polarización	considerando	ambas	tensiones	umbrales	iguales	y	sin	
tener	en	cuenta	el	efecto	Early.	(0.75	puntos)	

b) Represente	el	modelo	de	pequeña	señal,	incluyendo	el	efecto	Early.	(0.75	puntos)	

c) Siendo	݃ ൌ ට2݇ ௐ

ݎ	y	ொܫ ൌ

ಲ
ூವೂ
,	calcule	la	ganancia	en	tensión	A	=	Vo/Vi,	teniendo	en	

cuenta	el	efecto	Early.	(1	punto)	
	

	
	

CUESTIÓN 1  

En	 el	 circuito	 de	 la	 figura	 (b)	 del	 Ejercicio	 4	 se	 ha	 considerado	 la	 tensión	 umbral	 de	 ambos	
transistores	 igual	 a	 1V.	 Si	 los	 transistores	 NMOS	 fueran	 fabricados	 en	 un	mismo	 substrato,	
¿cómo	 afectaría	 a	 su	 tensión	 umbral?	 Justifique	 su	 respuesta	 y	 describa	 el	 fenómeno	 que	 lo	
causa.	
	
(1	punto)	
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CUESTIÓN 2  

Dado	 un	material	 semiconductor	 base	 de	 Germanio,	 calcule	 la	 concentración	 de	 portadores	
mayoritarios	y	minoritarios	y	la	conductividad	para:	

a) Caso	intrínseco	
b) Un	dopaje	homogéneo	con	mezcla	de	impurezas	donadoras	ND	=	1017	cm–3	e	impurezas	

aceptadoras	NA	=	1015	cm–3.	
	
Calcule	 la	 concentración	 de	 portadores	 que	 nos	 proporciona	 la	 mínima	 conductividad	 del	
material	semiconductor.	
	
Datos:	ni	=	2.36	1013	cm−3,	μn	=	3900	cm2/(Vs),	μp	=	1820	cm2/(Vs),	q	=	1.6	10−19	C,	T=300	K	
	
(1	punto)	
	






















